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Poczatek tego wieku przynidst wazne odkrycie naukowe dotyczace nowej klasy materialow:
atomowocienkich (dwuwymiarowych) krysztatdéw. Odkrycie techniki eksfoliacji mechanicznej
umozliwilo wytwarzanie w prosty sposoéb wysokiej jakosci warstw o grubosci pojedynczych
atomow. Pierwszym uzyskanym w ten sposéb materiatem byt grafen, a wkrotce dolaczyly do
niego inne klasy materialdéw dwuwymiarowych. Jedng z najbardziej obiecujacych rodzin tego
typu materiatow sg dichalkogenki metali przejsciowych. W przeciwienstwie do grafenu,
dichalkogenki metali przejSciowych posiadaja przerwe energetyczng, potencjalnie umozliwiajac
tworzenie elementow elektronicznych takich jak tranzystory lub urzadzenia optoelektroniczne.
Zastapienie urzadzen opartych na krzemie ich odpowiednikami zbudowanymi z dichalkogenkow
metali przejSciowych wcigz czeka na przezwyci¢zenie wielu trudnosci, jednak szczegolne
wiasciwosci  struktur opartych na atomowocienkich warstwach dichalkogenkéw metali
przejsciowych wykraczaja poza mozliwosci dostepne w krzemie.

Jedng z takich struktur sg zrodta pojedynczych fotondéw. Obiekty takie powstaja przez
putapkowanie no$nikéw w niewielkim obszarze atomowocienkiej warstwy materiatu. Tego typu
pulapkowanie polega uwigzieniu pojedynczego ekscytonu (pary sktadajacej si¢ z elektronu i
dziury) w silnie napr¢zonych obszarach lub w poblizu defektu w sieci krystalicznej. Silnie
zlokalizowany ekscyton, rekombinujgc, emituje pojedynczy foton §wiatta o dobrze okreslonej
dlugosci fali. Zrodta pojedynczych fotonéw sa waznym narzedziem w badaniu zjawisk
kwantowych, rozwoju kryptografii kwantowej oraz innych dziedzin.

Celem proponowanego projektu jest dokladniejsze zbadanie rodzajow oraz wlasciwosci zrodet
jednofotonowych tworzonych w dichalkogenkach metali przejsciowych. Gléwnym narzedziem
bedzie mozliwo$¢ kontroli tadunku elektrycznego zgromadzonego w monowarstwie. Kontrola
znaku tadunkéw wprowadzanych do probki pozwoli na rozstrzygnigcie, na jakich typach
defektow sag oparte poszczegolne zrddta jednofotonowe oraz na zbadanie ich wlasciwosci.

W tym celu zostang przygotowane specjalne struktury majace posta¢ kondensatora plaskiego o
grubosci okoto 100 nm, ktérego jedng z okladek bedzie stanowi¢ stanowié warstwa
dichalkogenku metalu przejsciowego. Przyktadajac napiecie do takiego kondensatora bedzie
mozna kontrolowa¢ znak 1 ilo$¢ tadunkow elektrycznych w badanym materiale.

Spodziewamy si¢, ze zrozumienie zjawisk odpowiadajacych za putapkowanie nos$nikéw w
zrédhach jednofotonowych oraz zrozumienie réznic we wiasciwosciach réznych typoéw takich
obiektow istotny sposob przyczyni si¢ do dalszego rozwoju tej dziedziny oraz przyblizy
perspektywe praktycznych zastosowan takich obiektow.



